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Abstract (en)
[origin: WO8704006A1] A proximity diffusion method for diffusing a dopant into a group III-V substrate includes depositing a dopant on at least
a portion of a first substrate. A second substrate which is a group III-V substrate is positioned so that it is substantially in contact with the dopant
deposited on the first substrate. Then, the firstr and second substrates are heated while they are positioned substantially in contact so as to perform
thermal diffusion to diffuse the dopant into the second substrate. A cap layer may be selectively formed on portions of the second substrate prior to
the positioning step, so that the diffusion regions formed by the heating step will be defined by the selectively formed cap layer. The method allows
for thermal diffusion into group III-V substrates which normally dissociate at temperatures at which thermal diffusion takes place. In addition, since
the dopant does not need to be positioned directly on the group III-V substrate, problems relating to the thermal mismatch of the dopant layer and
the substrate, which can lead to enhanced lateral diffusion, can be avoided.

Abstract (fr)
Un procédé de diffusion par proximité d'un dopant dans un substrat du groupe III-V consiste à déposer un dopant sur au moins une partie d'un
premier substrat. Un second substrat du groupe III-V est positionné de sorte qu'il soit sensiblement en contact avec le dopant déposé sur le
premier substrat. Puis, les premier et second substrats sont chauffés tandis qu'ils sont positionnés de manière à être sensiblement en contact
afin d'opérer une diffusion thermique en vue de diffuser le dopant dans le second substrat. Une couche de recouvrement peut être formée de
manière sélective sur des parties du second substrat avant l'étape de positionnement, de sorte que les régions de diffusion formées par l'étape
de chauffage seront définies par ladite couche de recouvrement. Le procédé permet la diffusion thermique dans des substrats du groupe III-V qui
normalement se dissocient aux températures auquelles se produit la diffusion thermique. En outre, puisqu'il n'est pas nécessaire de positionner le
dopant directement sur le substrat du groupe III-V, on évite les problèmes liés à la discordance thermique de la couche de dopant et du substrat
pouvant entraîner une diffusion latérale accrue.
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